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Guia de problemas sobre osciladores

1) Dado el circuito oscilador de la figura 1, se pide:
a) Hallar el valor de R si la ganancia del amplificador es 250
b) Hallar la frecuencia de oscilacion.
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Figura 1

2) El circuito de la figura es un oscilador sinusoidal construido con un amplificador de
tension de ganancia A(w) y una red RC. El amplificador tiene una respuesta en
frecuencia caracterizada por un Unico polo p y una ganancia a frecuencias medias A4,,
siendo ideal en el resto de sus caracteristicas. Obtener la expresion de la frecuencia de
oscilacion y la condicién que debe cumplir la ganancia a frecuencias medias A4,, para
mantener la oscilacion.

a

Figura 2

3) Para realizar el oscilador del problema anterior, se utiliza el circuito amplificador de
la figura 3. El amplificador operacional AO1 tiene una ganancia elevada y un unico
polo. Obtener el valor de la frecuencia de oscilacion. R} = R, =200 Q; C =10 nF.
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Figura 3

4) Calcular la frecuencia de oscilacion del oscilador Colpitts de la figura 4 siendo
C, =750 pF, C,=2500 pFy L =40 uH.
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Figura 4

5) Elegir los elementos del circuito mostrado en la figura 5 de manera que la frecuencia
de oscilacion sea de 100 kHz. ;Qué inconvenientes trae aparejado el circuito? ;Como se
podrian solventar? ;Es posible reformarlo para que funcione en base comun?
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Figura 5. 7 7
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6) En el circuito de la figura 6 se utiliza un JFET con g,,=5 mS y r,= 40 kQ y una red
de realimentacion con R = 10 k. Seleccionar el valor de C para que la frecuencia de
oscilacion sea de 1 kHz y el valor de R4 que verifique las condiciones de oscilacion.

e Vcc

%
e msi J

7) En el siguiente circuito oscilador de rotacion de fase, disefiar R, C y R, para que el
circuito oscile.

e 15V

270 kQ 10 kQ

32 kQ

Figura 7
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8) En el siguiente circuito, estudiar si el mismo oscila y hallar, en caso afirmativo, el
valor de la frecuencia f, y la ganancia 4 del amplificador. Caso contrario, proponer
modificaciones.

B TR

13

Figura 8

9) Un cristal tiene los siguientes parametros: L = 0,33 H, C=0,065 pF, C,=1pF, y
R=5,5kQ.
a) Encontrar la frecuencia de resonancia serie.
b) Calcular el porcentaje por el cual la frecuencia de resonancia paralela excede la
frecuencia de resonancia serie.
¢) Obtener el factor de mérito Q del cristal.

10) El circuito mostrado a continuacion es un oscilador a cristal, del mismo se pide:

a) Sabiendo que el circuito tanque ofrece una reactancia inductiva en su
funcionamiento normal, indique en que region de la curva X = X(w) debe operar
el cristal. Justificar la respuesta.

b) Explicar cual es la funcion de R,. Dar 6rdenes de magnitud. Justificar.

¢) Indicar qué elementos fijan la frecuencia de oscilacion del circuito. Explicar
como variarla dentro de pequefios margenes y grandes margenes. Justificar.

Vdd

61-122 nHy L 300 pF

Cgd + Cparasitas

= Xtal

Figura 9
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11) Dado el siguiente circuito, analizar si este oscila encontrando la frecuencia en caso
positivo. Hallar el valor minimo de R para sostener la oscilacion. Los FET’s son iguales
con g, = 1,6 mA/V y r;=44 kQ.

Nota: Suponer una tension V entre G; y S; sin considerar que los puntos G’ y G, estan
conectados. Calcular la ganancia de lazo considerando el circuito equivalente, obtenida
mediante la inspeccion de cada una de las fuentes de los FET’s.
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Figura 10
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